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(54) Title: III/V SEMICONDUCTOR
(54) Bezeichnung: III/V-HALBLEITER

(57) Abstract: The invention relates to a monolithic integrated semiconductor structure comprising a carrier layer based on doped
Si or doped GaP and a III/V semiconductor arranged on said carrier layer, with the composition Ga,ln,-N,As,P.Sby, where x = 70
- 100 mol, y =0 - 30 mol %, a = 0.5 - 15 mol %, b = 67.5 99.5 mol %, ¢ = 0 32.0 mol %, and d =0 - 15 mol %. According to the
invention, x and y always add up to 100 mol %, and a, b, ¢ and d always add up to 100 mol %. The ratio of the sums of x and y to a,
b, c and d is essentially equal to 1:1. The invention also relates to a method for the production of said semiconductor structure, and
to the use thereof for producing light-emitting diodes and laser diodes, or modulator and detector structures that are monolithically
integrated into integrated circuits based on Si or GaP technology.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine monolithische integrierte Halbleiterstruktur mit einer Trigerschicht auf Basis
dotiertem Si oder dotiertem GaP und mit einem hierauf angeordneten III/V Halbleiter mit der Zusammensetzung Ga,ln,-N,As,P Sby,
wobei x =70 - 100 Mol-%, y =0 - 30 Mol-%, a =0,5 - 15 Mol-%, b = 67,5 - 99,5 Mol-%, ¢ = 0 - 32,0 Mol-% und d = 0 - 15 Mol-%,
wobei sich x und y stets zu 100 Mo1-% addieren, wobei sich a, b, c und d stets zu 100 Mol-% addieren, und wobei das Verhéltnis der
Summen aus x und y einerseits und a bis d andererseits im wesentlichen 1:1betréigt, Verfahren zu deren Herstellung, neue Halbleiter,
deren Verwendung zur Herstellung von Lumineszenzdioden und Laserdioden, oder auch Modulator- und Detektorstrukturen, die
monolithisch in integrierte Schaltkreise auf Basis der Si- oder GaP Technologie integriert sind.



